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 به منظور استفاده در قطعات فتونیکي p-nلاتصا کيبه عنوان  نیلآنیيو پل يرو دیاکس ياز نانوساختارها يتيکامپوز رشدمقاله،  نيدر ا -چکیده 

 SEM ريو شکل ساختار با تصو فولوژيرمو. اندشده رشد داده يه کربنچپار يبر رو ييایمیروش الکتروش لهیشده است. هر دو ساختار بوس يبررس

 نيکه ا شودينشان داده م انيشده است. در پا بررسي هادر نمونه وشکل بلور، ادمقدار مو ،وجود  XRDو EDX-MAP زیشده و با آنال يبررس

   .استفاده شود ينور يآشکارسازها خصوصقطعات اپتوالکترونیکي به ساخت به طور بالقوه در تواندياتصال م

 آنیلین، روش الکتروشیمیايياکسیدروي، پلي -کلید واژه

           Nanorode zno and conductive polymer composite synthesis on   
carbon cloth substrate 

Zahra Payandehdarinejad1, Ali Gaffarinejad2, Shahab Norouzian1 and Bijan Ghaffari1* 

1-Department of Physic , Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran  

2-Department of Chemestry , Iran University of Science and Technology , Tehran, Iran  

Abstract- In this article, we have developed synthesis of a new composite by zincoxide nanoparticles and 

polyaniline as a p-n junction to be used in photonic device. Both structures are synthesized based on a carbon 

cloth through electrochemical methods. Morphological analysis were performed by SEM imaging and 

proportion of materials were analyzed and measured by EDX-MAP and XRD.Finally, it was shown that this new 

pn junction may have potential application in photoelectronic devices as photodetector.  

Keywords: zincoxide, polyaniline, electrochemical method  
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 مقدمه

با  nنوع  يهادمهین کينانو،  اسیدر مق دیاکسروي

اتاق است و به علت جذب اشعه  يدر دما اديز تیشفاف

در  استفاده لیاز قب ياژهيو يکاربردها يفرابنفش دارا

مواد  ،يسطوح صوت ،يکیو فوتوالکترون ينور يابزارها

. [1]باشديو... م يدیسلول خورش ود،يفوتود ک،يزوالکتریپ

نانوساختارها از نظر  نتريياز غن يکي يرادا يدرویاکس

و  هايژگيکه باعث بروز و ،و کاربرد است يتنوع مورفولوژ

. از انواع گردديدر آن م يمنحصر به فرد يکاربردها

 يبه مورفولوژ يدروینانوساختار اکس هاييمورفولوژ

اشاره  توانيو گل مانند م سکرزيو ،ياصفحه ،يکرو

محقق داده  هايگروه توسط ياديز ي. گزارش ها[1]کرد

باعث   pو  nنوع  هاييهاد مهین نیاتصال ب کيشده که 

. [2]خواهد شد ينور يودهاينور در د يبهبود پاسخده

 مهین شدگيدوپ يرسانا که با اندک يمرهایاز پل يبرخ

 يرو دیاتصال را با اکس نيا تواننديهستند م pنوع  يرسانا

 توانيموفق م p نوع يهاد مهین کيبرقرار کنند. به عنوان 

در  نیلآنیيپل ي. نانوساختارها[3]نام برد نیلآنیياز پل

برخوردار  ياديز تیاز اهم يکیاپتوالکترون زاتیتجه

 مررسانایپل نيو ا يدرویاکس يهستند. اتصال نانوساختارها

شده و در اثر برخورد نور  هیتخل هیباعث بوجود آمدن ناح

 . [4]شوديم دیتول حفره-الکترون هیتخل يهیدر ناح

ساختارها  نيرشد ا يمناسب برا يبستر يکربن هايپارچه

 ينشست نانوساختارها بررو ليباشند که علاوه بر تمايم

 دیتول هايخوب، توان انتقال الکترون رسانايي علت به هاآن

 شده را دارند. 

و در ادامه، استفاده  ينور وديمقاله به هدف ساخت د نيا 

از   يتيکامپوز رشد به ،يها در ساخت آشکارساز نوراز آن

 يهااز پارچه يرسانا، بر بستر يمرهایو پل دیاکسروي

 پرداخته است. يکربن

 روش انجام آزمایش

 ييایمیبا روش الکتروش دیاکسروي يهالهینانومبايد ابتدا  

کار به  نيا ي. براشود ي نشاندهکربنپارچه يهيلا ريبر ز

 تراتین میکه شامل آمون ميدار ازین يتیمحلول الکترول

درجه  70 يمولار در دما 0.01 تراتینرويمولار و  0.05

 بورآمپر را از آن ع يلیم 2 انيساعت جر 1است و به مدت 

. ديبدست آ دیاکسروي يالهیم يتا ساختارها مدهیيم

شامل  يها در محلولساختار نيسپس با قرار دادن دوباره ا

 20با  ،لیتر بافر فسفات میلي 5در نیلیآنيمولار پل 0.03

و سرعت روبش  1.2تا  -0.4 يوبشدور گردش با دامنه ر

بر  نیلیآن هايباعث نشستن نانو ساختار ولت بر ثانیه 0.03

 . مشوييم دیاکسروي هايلهینانوم يرو

هر گونه تغییري در مراحل رشد اکسیدروي باعث به وجود 

آمدن ساختار متفاوتي از آن خواهد شد. در نتیجه بايد با 

از درست بودن مورفولوژي مورد نظر، SEM کمک تصاوير 

 اطمینان حاصل کرد. 

 يهاها با تستنمونه نيا يبدست آمده بر رو يمورفولوژ

SEMوEDX-MAP و XRDشده است يبررس.               

                     

  نتایج

اکسید خواص منحصر به فردي اي رويهاي میلهنانوساختار

به دلیل شکل ساختاريشان  در انتقال الکترون دارند و

آورند . ها بوجود مياي براي عبور الکترونمسیر يک طرفه

اي پس بهتر است در آشکارسازها، از ساختار میله

اکسیدروي استفاده شود تا هم رسانايي بهتري داشته 

ها کمتر ها و حفرهباشیم و هم نرخ بازترکیب الکترون

 ينوع . از کنار هم قرار گرفتن اين دو نیمه هادي،[5]شود

توان پس از برخورد نور يم و ردگیيشکل م  p-n وديد

 را هاي تولید شدهحفره-الکترون به اين ديود، فرابنفش

 . [6]کرد آوريجمع ي خارجيکيکترال دانمی يک تحت
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ب تصوير ،يدرویاکس هايلهینانومالف تصوير:SEMتصاوير: 1شکل

 يپل-يدرویاکس تينانوکامپوز تصوير ج ن،یلآنیيپل هايمینانوس

 .نیلیآن

و  دنباشيم يرو دیاکس يهالهیمنانو ( تصوير الف1)شکل  

. در است کرومترمی 4 تا 3 حدود در هاطول هر کدام از آن

نشان داده شده، که به شکل  نیلیساختار آن تصوير ب

-بر سطح پارچه نانومتر100 حدود با قطر در  هاييمینانوس

نانوساختار  تيکامپوز ج نشسته است. عکس ي کربني

 p-nاتصال  کيکه به شکل  باشديم نیلیبا آن يرو دیاکس

  .اندشکل گرفته

 
 آنیلین-از کامپوزيت اکسیدروي XRD:الگوي2شکل

-اکسیدمربوط به کامپوزيت روي XRD( الگوي 2شکل ) 

   هاي مشاهدهدر اين الگو پیک دهد.آنیلین را نشان مي

باشند که نشان  درجه مي 40تا  30ي بینشده در زاويه

   اکسید بر طبق استاندارد دهنده رشد هگزاگونال بلور روي

(JCPDS data card 36-1451است. بلندتر شدن پیک )  

دهد که بلور، مايل به نشان مي  (002ي)به صفحه مربوط

باشد. رشد عمودي بلور رشد عمودي بر سطح زير لايه مي

اکسید است و هاي روينانومیله گیريدهنده شکلنشان

ها با پلیمر دهد کامپوزيت کردن آنهمچنین نشان مي

 تاثیري بر شکل هگزاگونال اکسیدروي نگذاشته است.

 

 
 نیلآنیيپل-يدرویاکس تياز کامپوز EDX-MAP: نمودار 3شکل

نمونه کامپوزيت  EDX-MAP( نمودار 3شکل) در

 .دهدينشان ماکسیدروي و آنیلین را 

شود عناصر تشکیل دهنده هر دو طور که ديده ميهمان 

دهد مقدار ماده در نمونه وجود دارند و همچنین نشان مي

 توانيم باشد.ي عناصر ميذرات عنصر روي، بیشتر از بقیه

 ايو  شيرا با افزا تيمواد سازنده کامپوز بیترک زانیم
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به منظور بدست آوردن  ،CVچرخه  هايدورهکاهش  

 . داد  رییتغ ينور وديد ييکارا نيبهتر

 
ي کامپوزيت : شماتیکي از يک ديود نوري بر پايه4شکل 

 آنیلینپلي -اکسیدروي

از کنار که  شده نشان داده کی( به طور شمات4در شکل ) 

ي تخلیه آنیلین ناحیهاکسید و پليهم قرار گرفتن روي

اين  به فرابنفش نور هايبا برخورد فوتون آيد وبوجود مي

 هاحفره-الکترون نيو ا شوديم دیحفره تول-الکترون ،هیناح

 انيبه حرکت در آمده و جر يخارج يکيالکتر دانمی تحت

نمونه واقعي تعداد زيادي  از در  شود،يم دیتول يکيالکتر

که  قابل توجهي بوجود آورند جريان توانندها مياين ديود

، میزان نور ورودي آشکارسازي گیري اين جريانبا اندازه

 يهيپا توان گفت که اين ديودها. بنابراين ميشودمي

 .دنباشينورفرابنفش مساخت آشکارساز

 نتیجه گیری

 يمتفاوت هايبا روش يدرویاکس ينانوساختارها رشد 

 هايياز روش يکي ييایمی. روش الکتروششوديانجام م

ساده، منجر به رشد  طياست که، در زمان کوتاه و در شرا

-لهینانوم رشد ،پژوهش ني. در اگرددينانوساختارها م نيا

و سپس  يکربن هايبر بستر پارچه يدرویاکس هاي

به  نیلآنیيپل نانوساختارهاي با هاآن ردنک تيکامپوز

 ساخت يي انجام شده است که به منظورایمیروش الکتروش

 يآشکارساز نور کياستفاده در  رايب p-nاتصال  کي

 .  شودبررسي مي
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